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MODELO DEVON NEUMANN

A arquitetura de um computador consiste de 4 partes

principais:
1. CPU (Unidade central de 2.
processamento) 3
- ULA (unidade logica e
aritmetica 4

- Unidade de controle
- Registradores

Memoria
Dispositivo de conexao
(barramentos)

dispositivos de
entrada/saida.

Memodria

Barramentos

Dispositivos
de E/S




BARRAMENTO

Meméria Meméria
Processador cache principal E/S E/S E/S

L__ L1

Barramento (BUS)

Fios
individuais

Detalhe barramento




BARRAMENTO

« Sao 3 Barramentos:
« Barramento de Dados
« Barramento de Endereco
« Barramento de Controle

(PU Memoria Memoria E/S £/S
Linhas de controle
NI [ 1] N [ 1]
Linhas de endereco Barramento
| | [ | [ 1

Linhas de dados




Transistor Bipolar — Chave eletronica

Vir. O—

1 o

Vout

Switch
‘open’

Sem tensao/corrente na Base

Chave aberta

Com tensao/corrente na Base

Chave fechada



Porta NAND TTL (Transistor Bipolar)

Totem-pole

A ¢ 0
Entradas .
B O A
L~ A o (1)
. ¢ Q4
Multiplos | w
emissores | |

(a) (b)



Porta NAND TTL — Saida 0
o _A | B |Out

A=+5V @

(a) | Saida em nivel BAIXO




Porta NAND TTL — Saida |

A B | Out
R1 R2 R4 I
4 kQ 1,6 kQ §1309 L L
0 I I
I 0 I
OFF
. D I I 0
A=+5V @ M——c—P}
D, X
OFF
D3
B @ I
- * OFF] v, =24V
ON

_ \ l,=1,1 mA (tipico)

(b) | Saida em nivel ALTO




Funcionamento de uma porta logica

Saida em
nivel BAIXO

Circuito de saida
da porta de acionamento

Circuito de entrada
da porta de carga

Saida da porta
de acionamento

Saida em
nivel ALTO
|_ _________
| +5V
| ®
|
|
| Ry
| 4 kQ
|
|
|
B
—e Q4 -
|
| OFF
|
|
|
|
L

Entrada da porta
de carga




Funcionamento de uma porta logica

Porta de carga

BAIXO @=—

+VCC
BAIXO @—
VoH
‘1/,\/ .

Porta de acionamento

ALTO @—

*— :
Fornecimento de corrente
2
¢ A porta de acionamento fornece corrente
iy para a porta de carga no estado ALTO.
Porta de acionamento
+VCC
*— -
VoL Absorcao de corrente
L o 2 ,
A porta de acionamento recebe (absorve)
i corrente da porta de carga no estado BAIXO.

1 ‘ﬂ
ALTO &— % /

Porta de carga



Ligagao de Saidas de Portas logicas TTL

Necessidade de compartilhamento de duto (fio)

Uma saida em alto e outra em baixo conectadas juntas
» PROBLEMA = —— Pemm e

7400
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Causa um curto-circuito na fonte!



Conflito no Barramento

A
5V
Binario 1
2V S Nao
Tensodes invalidas usadas
0,8V
Binario O
oV




Conflito no Barramento

Vpp
Entrada A
I I | | l |
| | l
Voo
Entrada B | | |
0 —
| | | I |
| | | | :
o | !
Barramento vV op
comum 0 //
V bp
2

Que nivel logico e esse!?



Ligacao de Portas logicas TTL

R e ——— —r————————_—

Se a saida de A = 1 (alto) = C Y
Q55 conduz e Q4, cortado m% | | %
I I
Se a saida de B = 0 (baixo)= i IW
Q35 cortado e Q.5 conduz ~w-—{ I I omp—----
| |
~~ —~ —)
I X
Q4 drenara uma corrente g | | l%
muito alta (impedancia OFF] | | [oN]
. . I I
de entrada muito baixa) L I
| e | L g

\/

remover o transistor ativo dos circ. saida (Qs)
=» saida em coletor aberto



Circuitos com Saida em Coletor

Aberto
®» CIRCUITO ABERTO » necessidade de R, ipyj1-yp)

Saida




CIRCUITOS DE SAIDA EM COLETOR
ABERTO

Resistor de pull up Se Q conduz (“ligado”)

\E »S=0
Rp

Se Q cortado (“aberto”)

—— SAIDA »S=1
N Q
- sem R, ® V, seria
= Com saida em 0 (baixo) » Q ’(’;Zifgf’;;g}ada
conduzindo

® Com saida em 1 (alto) » Q
cortado » CIRCUITO ABERTO »
necessidade de R,




CIRCUITOS DE SAIDA EM COLETOR ABERTO

+5V

%10 k(2
= 4

S

\

p» Saida=A -B.C

/
\ Simboliza a conexao

wired-AND

O et

N
74LS05 (coletor aberto)

Se uma ou mais saidas > 0 » S = 0 (o zero “vence”)
S = 1 apenas se todas as saidas = 1

Mais lento e maior dissipacao de poténcia do que o
TTL normal, mas &€ mais seguro.

VAR



MOSFET (Metal-Oxido-Semicondutor)

* N-MOS ou P-MOS

« Circuito Integrado MOS € mais simples e mais barato do
que o TTL

« Nao necessita resistores: menor dissipacao e poténcia e
maior integracao no CI

 Muito usado em circuitos LSI e VLSI

 Desvantagem: Mais lento e menos duravel que os TTLs

Dreno Dreno
@ @
e [
._I 1 ._l —
Porta — Porta —
@ @
Fonte Fonte

Canal-N Canal-P



CMOS (MOS Complementar)

« CMOS: Complementar (N-MOS e P-MOS ligados juntos)

» Mais complexo do que o MOS

« Mais rapido com menor dissipacao de poténcia do que

o MOS
*+Vpp
S
. P
® Q
1 Vin o Q, V.
D *+Vpp OFF ON oy
*—e Vout (116gico) | | Ropr=10"0 Ron = 1 kQ
+
0 oV ON OFF
G (0 logico) Ron = 1 kO Roge = 10100 =+Vpp
Vin ® N |Q
Vour=Vin
S

[ Juj




CMOS XTTL

+Vpp

D A O Q
Entradas

{ J0)
w
T

Multiplos Cy

emissores R
3
N § 1 KW

[ Jo)

7

(@)



CIRCUITOS DE SAIDA EM COLETOR (ou
Dreno) ABERTO

EX. DE APLICACOES:
Drivers
7406 — 30V/40mA

+24 V
*O transistor &€ mostrado *
para fins ilustrativos
Co} 24 V, 25 mA
74086
74LS112 |
- —t J Q 2 /
——— o—O CLK J Vo
———e— K a =




Portas Tri-State

Usada também para compartilhamento de duto
Caracteristica » S em = Alto

Baixo

Alta impedancia

\,v +V +V
N ALTO
ON[T] o , OFF ou OFF _
BAIXO{ B OALTO ALTO f OBAIXO BAIXO_|T Hi-Z
—OFF —"ON _V —OFF

L - L “1
OE =1 OE = 1 OE=0
habilitado habilitado desabilitado

(a) (b) (c)
FIGURA 8.35
Trés condigoes de saida tristate.



Porta Inversora Tri-State

+5Y¥Y

ENABLE
o

E =1 — D2 aberto

Saida: Inversor normal

- ENABLE

E=0— D2 Conduz

!

Q2, Q3 e Q4 ficam
abertos

!

Saida: Alta impedancia



Porta inversora Tri-State

Ae— e ax

ENTRADA | sAIDA
ENABLE HABILIT(E) ENTRADA SAIDA
()
| | 0
) 0 0 Alta imped.
f s'-un.; 0 l Alta imped.

EN ABLE

(d)



Buffers tristate (nao-inversores)

7415125 741.5126
A b—%ﬁ X A h—?—‘ X
E E
E X E X
0 A 0 Alta
: Alta impedancia
impedancia 1 A




Simbolo Tristate

7415125 741.5126

m|
m



Saidas 3-State

Saidas de CIs com 3-state podem ser conectadas
juntas sem causar problemas a velocidade de
chaveamento (mesma velocidade dos TTL comuns)

Quando varias portas 3-state sao ligadas juntas,
apenas uma deve ser habilitada por vez.

Pode danificar o dispositivo se essa condicao nao

for respeitada!

IMPORTANTE




- Tristate usados para conectar algums sinais a um barramento

comum,

- Condigoes para transmitir o sinal B para o barramento.

74AHC126 74AHC126
A A
e Desabilitado
A —
B B
Eg Barramento Habilitado Eg
comum +5V
C C
| |
: Para outros me |
u g
Ec * circuitos Pesabiitado = *

Para outros
circuitos



- Usa-se decodificador para a logica de selegao dos buffers.
- Somente um buffer acionado por vez

S; S, Decodificador 74AHC126
A
—D7 'E do MUX 0 E
A
Desabilitado
! $— E do MUX 1 i
B | I
,\,} E do MUX 2 Habilitado Eg
+5V
} E do MUX 3 c

Desabilitado Para outros

S4S3 =0 = | 9 (EB) = ¥ circuitos
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Compartilhamento de barramento de dados

Barramento de dados

A

» >
o -
. -
¢ P « Microprocessador
b L 3 - (CPU)
ispositivo 1 >
contador de 8 bits ’ *
\%
- L
> 9
D= : |
- o]
- L
> ? . Dispositivo 3
K ¢ buffers
74HC1
CLOCK — — i
® v
HABILITAGAO 1> 2 5 bav,
o DD oy
- - [+ < i
Dispositivo 2 [ 2 < I -
decodificador L 4 Py <]
teclado de teclado ) pr
5 il DIP
- ? Py OE P
(}: . Py < HABILITACAO 3
- L J
b ]
> 0
D @
:D B ? Nota: WV indica
saidas tristate
(0]
HABILITACAO 2> €

FIGURA 9.41

Trés dispositivos diferentes podem transmitir oito bits de dados, por meio de um barramento de dados
de oito linhas, para um microprocessador; apenas um dispositivo de cada vez é habilitado para que a
contencdo de barramento seja evitada.



Porta Bidirecional Utilizando Tristate

7415125
—
*<>—9 —<>—8
A 7415125 =
| ,<;/1

Direcao =3 -

A logica com o Enable permite escolher a direcao
de fluxo dos dados - Duto Bi-direcional



Porta Bidirecional Utilizando Tristate

data bus. I/O bus

Central Processor Unit Memory
(CPU)

address bus

Control Bus -> Escolhe a direcao (Read/Write)
Ler ou Escrever na Memoria



Porta Bidirecional — Memoria — Read/Write

Entrada e saida de dados (bidirecional)

Central Processor Unit
(CPU)

Input

Entrada de dados (Escrita)

4

N
5

/‘ Output

-

Memory

\Y -€
e

T

Saida de dados (leitura)



Alguns circuitos comerciais tristate



|
August 1986

FAIRCHILD

. Revised March 2000
SEMICONDUCTORT™M

DM74LS244
Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver

Connection Diagram Function Table
Vee 2G 1Y1 2A4  1Y2 2A3  1Y3 2A2 1Y4 2A1 Inputs Output
[20 [19 |18 |17 |16 |15 [1a [13 |12 |41 —
G A Y
z 5’7 7 - L L L
EDE / b/ }\/ ’ ) )
H X Z
/ |/ / / / / L = LOW Logic Level
H = HIGH Logic Level

» X = Either LOW or HIGH Logic Level
Z = High Impedance
T 7 Ve Vg
8

1 |2 13 |4 [s5s |6 |7 9 ]10
1G  1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND




e
FAIRCHILD August 1986

I Revised March 2000
SEMICONDUCTOR M

DM74LS245
3-STATE Octal Bus Transceiver

Connection Diagram Function Table
ENABLE Enable Direction Operation
Vce G B1 B2 B3 B4 37 a Control
|20 19 18 |17 J|16_’J| 1'5-:,14-51 13’-d12 -fl-‘ﬁ DIR
L L B Data to A Bus
L H A Data to B Bus

E;J7 ﬂ7 517 FZ7 H = HIGH |I:|evel - Soemn

L =LOW Level

VA
J\ T7£7\ 7\ 27\ E/’]\ AN ZA X = Irrelevant

DIR 1 A2 A3 A4 A8 GND
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